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Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню закономірностей впливу ядерного опромінення та теплових полів на
кінетичні ефекти і процеси дефектоутворення в кристалах Si і Ge. На основі одержаних експериментальних
даних і результатів розрахунків процесів відпалу точкових дефектів в опромінених кристалах досліджено
різні механізми взаємодії радіаційних дефектів між собою, з легуючими і фоновими домішками та
запропоновано відповідні реакції, які пояснюють процеси трансформації дефектів; встановлено методи
підвищення радіаційної стійкості кремнію при опроміненні швидкими нейтронами реактора; запропоновано
для n-Ge метод визначення важко вимірюваного в дослідах тензоопору розтягу за експериментальними
даними тензоопору стиску, що вимірюється досить просто і надійно; виявлено особливості змін параметрів
анізотропії рухливості і анізотропії термоерс у кристалах n-Si в залежності від способу легування домішкою
фосфору та різних термообробок; пояснено більш низькі значення параметрів анізотропії рухливості і



анізотропії термоерс в n-Si у порівнянні з n-Ge; встановлено особливості концентраційних залежностей
параметрів анізотропії рухливості та анізотропії термоерс в кристалах n-Si та n-Ge; запропоновано метод
визначення ступеня компенсації для домішок мілкого залягання у кристалах n-Si з невиродженим
електронним газом та розраховано номограми, які забезпечують зручність практичного використання цього
методу.

2. The thesis is devoted to the study of the regularities of nuclear irradiation influence and thermal fields on the
kinetic effects, and on the processes of defect formation in Si and Ge crystals. Based on the experimental data and
calculation results of annealing and formation processes of point defects in irradiated crystals the various
mechanisms of interaction of radiation defects between themselves, with doping and background impurities were
studied. The appropriate reactions to explain the processes of the transformation of defects were suggested. The
methods to improve the radiation hardness of silicon irradiated with fast-pile neutrons were established. For n-Ge
the method for determining of the stretching tensoresistance, which hard measured in the experiments, from the
experimental data of the compression tensoresistance, measured fairly simply and reliably, was proposed. The
features of anisotropy parameter changes of mobility and thermoelectromotive in n-Si crystals depending on
method of doping with phosphorus impurity and various thermal treatments were found. The lower values of
anisotropy parameters of mobility and thermoelectromotive in n-Si compared to n-Ge were explained. The
features of the concentration dependences of anisotropy parameters of mobility and thermoelectromotive in n-Si
and n-Ge crystals were established. A method for determination of the degree of compensation for shallow
impurities in n-Si crystals with a nondegenerate electron gas is suggested. The nomogram is calculated to provide
the convenience of practical use of this method.
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